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(54) ~ StrahlurigsenipffihdIlches Gemisch undd 

(57) Ein strahluhgsempfindliches Gem^ 
folgende Komponenten: 



ein f ilmbildendes Polymer, das etnen s^urelabilen, 
hydrplysestabilen Polymerbaustein und einen ther- 
/ misch stabile^n Polymerbaustein aufyyiBi^^ 
eine bei Bestrahlung eine SSure freisetzende sirah- 
lungsempfindHche Verbindung; 
ein Lflsemittel; 
- gegebenehfalls Additive. 

Dieses strahlungsempfindllche Gemiscli kann zur Her-, 
stellung von positiven oder negativen Reliefstruktureri 
dienen Jewells riiit einemwdBrigen Entwickler. 
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. Beschreibung 

[0001] . Die Erflndung betrifft ein strahlungsempfindliches Gemisch sowrie die Verwendung dieses strahlurigsempfind- 
lichen Gemisches. 

[0002] Bei der Strukturierung von Halbieiterbauelementen ira groBtechnischen IVIaBstab werden lichtempfindliche 
l^ischungen aus einem Basispolymer und einer photoaktiven (stralilungsempfindKcheh) Kbmponente, sogeihanhte 
Photolacke bzw. Photoresisfe,.verwenclet Daber wird zunachst eine Schicht des Pliotolacks auf dem zu struKturieren- 
den Substrat hergestellt und in diese Schidit mit einism geeigneten Beiichtungsgerat das Bild einer Maske projiziert. 
Durch pliotochemische Verapderung der photoal<tiven Komponente in der. Schicht entsteht ein latentes Bild. Je nach 
Tonalitat des Photolacksystems (positiv oder riegativ) werderi dann. gegebenehfalls nach einem Temperschritt. die 
belichtelen oder die unbelichteten Berieiche des latenten Bildes durch einen geeigneten Entwicider herausgel6st (ent- 
wickelt). Die so erhaltenen iReliefstrukturen iri der Phptolackschicht zeigen das positive bzw. negative Abbild der Maske 
und dieheh ihrerseits als atzresistente Maske zur Strukturierung des Substrats mitlels eines geeigneten Atzmediiims. 
Eine wichtige Voraussetzung fOr Photolacke rnit giiten Strukturlerungs^tgenschaften ist unter anderem eini^ hohe 
Transparenz des Basispolyrners'bei der Belichturigswelleniange, wie dies beispielswciise fOr anhydridgruppenhaltige 
Polymere in einerh Positiv-Photolackin EP 0 388 484 A1 beschrieben ist; 

[0003] In Proc. SP IE Vol, 2724 (1 996), Seiten 296 bis 307, wird ein Basispolymer niit 1 ,2-Dicart>ohsaurehalbesterein- 
heiten fur die Venwendung in waBrig prozessierbaren Negatiy-Photol^cken beschrieben, Dabel wird eine Schicht, 
bestehehd aus dem Polymer und einer Photosaure. d.h. einer Verbindung, die bei Belichtung eine starke Saure frei- 
setzt, nach einer striikturierenden Belichtung einem Temperschritt unterworf^n, wobei in den belichteten Bereichen . 
saurekatalysiert Anhydridgrupperi gebildet werden. Bei der vyaBrigen EntwicWung werden dann selekliv die unbelich- 
teten Bereiche herausgelOst. Die Erzeugung voh Positiv-Strukluren ist mit Polymeren der gendnnten Art allerdings 
nicht mdglich, da die eingesetzten Esten'este saiirekatalytisch nicht \n frele 1 ,2-Dicarbonsdureb4usteine QberfQhrt wer: 
denkOnnen. 

[0004] Aufgrund von Unebenheiten und hoher l=teflektivitat von Halbleitersubstraten yvird bei der.Feinsts^ukttirierung 
diaZweilagentechnik venwendet. Dabei wird aiif dem Substrat zunachst eine pianarisierende urid absortbierende Poly- 
merschicht erzeugt, die als Substrat fOr eine dQnne Photolacksdhicht (Topresist) dient. Diese Phdtolackschicht kann 

• unter idealen Beiichtungsbedingungen (planarer und lichtabsorbierender Untergrund, dQnne Schicht innerhalb der Tie- 
fenscharfe gewahrieistet scharfe Abbildung) belichtet werden^ Nach der EntvvlcWung werden ppsitiYe bzw.. negative 
Strukluren bei hOch^er AirflOsung im Tppresist erhalten. Diese Striikluren werden, wie in EP 0 395 917 A2 beschrie- 
ben, in einem separaten haBchemischen Schritt silyliert, d.h. uber ein siliciumhaltiges reaktives Agens wird chemisch 
Silicium an das Basispolymer gebunden; gleichzeitig erfahren die Strukturen eine einstellbare lateraie Aufweitung. 

• Dadurch ist gewahrleistet, daB die Topresist-Strukturen in einem anisotropen Sauerstoffplasnia in die pianarisierende 
. Polymerschicht ubertragen werden kOnnen und Strukluren mit hohem Aspektverhaitnis uihd hdchster AuflCsung erhal- 
ten werden. Eine wichtige Voraussetzung for eInen silylierfahigen Topresist ist dstoel die Ven^venduhg eines Basispoly- 
mers mit reaktiven Qrupjjen, wie dies beispielsweise fQr anhydridgruppenhaltige' Polymere in EP 0 388 484 A1 
beschrieben ist 

[0(k)5] Die sogenannte TSI-Technik (Top Surface Imaging) besitzt dies^lben VorzQge wie die Zweilagentechnik, bietet 
aberzusatzlich den Vorteil einer vereinfachten ProzeBfuhrun 

[0006] Dabei wird auf dem Halbleitersubstrat zunachst eine lichtempfindliche Photolackschicht aufgebracht. Bei der 
strukturierendeh Belichtung wird dann lediglicb in der Oberfiache (top surface) ein latentes Bild erzeugt. Dieses Bild 
wird direkt nach der belichtung, je nach Ibnaijtat, in den belichteten. (negatiy) oder unbelichteten (positiv) Bereichen 
silyliert. wie es beispielsweise in EP 0 394 740 A2 und EP 0 492 256 Ai beschrieben ist. Die.eigentliche EntwicWung 
erfolgt in einepi anisotropen Sauerstoffplasma, wobei Strukturen mit hbhem Aspektverhaitnis und hfichster Aufldsung 
erhalten werden. Eine wichtige Voraussetzung fur einen silylierfahigen Photolack. ist die VerWendung eines Basispoly- 
mers mit reaktiven Gruppen, wie dies- beispielsweise fOr anhydridgruppenhaltige Polymere in EP 0 388 484 A1 
beschrieben ist. • 

[0007] Bei den sogenannten chemisch verstarkten Photolacken (siehe beispielsweise US-PS 4. 491 628) wird mit 
einer geringen Bejichtungsdosis in der Photolackschicht aus einem ionischen oder nicht-iohisclien photoaktiven Sau- 
rebildnerphotochemisch eine geringe Menge ejner Saure erzeugt. Diese Saure bewirki bei einem nachfolgenden Tem- 
perschritt (PEB = Post Exposure Bake) die katalytische':Abspaltung einer Schiitzgruppe am Polymer und damit den f£ir 
die Entwicklung notigen Wechsel von hydrophob nach hydrophil. Durch. EntwicWung in einem alkalischen EntwicWer 
werden die belichteten hydrophijen Bereiche herausgelOst und man erhait ein positives Abbild der Maske, wahrend bei 
Venwendung eiaes prgahrschen L6semittels als EntyvicWer die unbelichteten hydrophoben Bereiche herausgelOst wer- 
den und ein negatives Bild qrhalten wird. Als saurelabile Schutzgruppen werden insbesondere tert-Butoxycarbonyl- 
maleinimidgruppen (£P 0 492 253 AI), tert-Butylestergruppen (EP 0 494 383 AI) und.tert.-Butoxycarbonyloxysty- 
rolgruppen (US-PS 4 491 628) eingesetzt. . 

[0008] Bei den bisher bekannten Photoresistmaterialien, d.h. strahlungsempf indlichen Gemischen, werden somit mit 
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wdGrig-alkalischen Entwic(dern entweder die belichteten oderdie unbelichteten Bereiche. herausgelOst. Das entspre- 
chende Negativbild kann durch VerwendCing organischer Ldsemittel erzeugt vyerden. Diese Option ist jedoch nicht 
praktikabel, da hiermit bei der Scheibenfertigung ein groBer sicherheitstechnischer Aufwand verbunden ist FQr die 
zweifacheTonalitdt (dual tonality) eines Resistmaterials sind bislang somit zwel vefschtedene Entwickler (wdBrig Oder 
orgahisch) erfbrderlich. 

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es. ein sttahlungsempfindliches Gemisch bereitzustellen. das - nach der Bestrah- 
lung und der thermjschen Behandlung - einerseits vydBrig entwickelt werden kann und andererseits entweder ein nega- 
-tives Oder ein positives Biid ergibt. Dabei sollen ferher insbesondere solche Statkturen entstehen, die In einem 
Fblgeschritl silyliert und/oder mit aminofunktioneilen Verbindungen modif iziert werden kflnnen. 
[001 0] Dies wird erf indungsgemdB durch ein strahlungsempf Indliches Gemisch erreicht. das folgende Komponehten 
enttialt: . 



ein filmblldendes Polymer, das einen saurelabllen. hydroiysestabilen Polymerbaustein (A) folgehder Struktur: 



IS 
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mit einem Anteil von i bis 99 Mol-% und einen tliermisch stabilen Polymerbaustein (B) folgender Struktur: 



-^CH2-CH-^- 

(GH2)h 
, R2_i_R3 
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(4) ; Oder 



R4 

(5) 



so mit einem Anteil von 99. bis 1 Mol-% aufweist, 
wobel folgendes gilt: 

n = 0, 1,2 Oder 3, • . 

R"" Fst ein uber ein tertiares C-Atom an das 0-Atpm gebiindener Kohlenwasiserstoffrest mit insgesamt 4 bis 10 '. 
55 . • C-Atomen oder.ein 2-Tetrahydrofuranyl- oder 2-Tetrahydropyranylrest, . . 

R^, und R* sihd .- unabhangig vonelnander - - bis Cg-Alkyl oder - bis Cg- Alkoxy, Cg- bis s-Aryl oder 

Cg- bis C^a-Aryjoxy Oder Aralkyl mit einer Cg- bis Ci8-Arylgruppe und ei^^ 

R^ ist H Oder Cr bis Cg-AlkyI, . " 
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X ist Si Oder Sn. 
Y ist O Oder NH; 

- eine bei Bestrahlung eine Saure freisetzende strahlungsempfihdiiche Ve*^^ 
5 - ein Lesemittel; . 

- gegfebenenfalls Additive. 

. [001 1] Das strahlungsempf Indliche demlsch nach der Erf indung, d,h: der PhotoIacK besteht aus einer LOsung von . 
mindestens einem Basispolymer mit s^ureiabilen Gruppen, mindesteris eIner photoaktiven Vertindung und gegebe-. 
10 .nenfalls weiteren Zusatzen. d.h. Additiven. in einem gangigen Photolack-Lasemittel, wie Gyclohexanon, Ethyllactat 
Oder PropylengIykol-mpnomethy!etherac6tat. Die^ Besonderhelt der saurelabilen Gruppen besteht darin, da3 es sich 
urn :i,2-DicarbonsaurehaIbester-Bausteine handelt: Diese Gruppen garantieren eine hohe Haftung auf dem Substrat. ' 
und-erlauben die Erzeugung positiyer und negativer Photolactetrukl^^^ . . 

[001 2] Es wufde nSmiich QberraschendenAreise gefunden. daB mit deni Photolack nach der Erfinduhg - in Abh§ngig- 
75 keit Von der Art der thermischen Behandlung (Temperung) - entweder negative oder positive Bilder erzeugt werden 
kohnen (zweifache Tonalitat). Das Prinzip besteht dabei darin, da3 - ausgehend von einem Material mit mittlerer Los- 
lichkeit (mjttlere Polaritat) - einerserts eirie hydrophobe und andererseits eine hydrbphile Resistschicht erhalten wird. 
Ermaglieht wird dies durch die Venwendung von Photplacken mit saurelabilen Polymeren, die 1 .2-Dicarbonsaurehalbe- 
ster-Gruppierungeh besitzen. 

20 [0013] Je nach der ProzeBfOhrung entsteht aus der Dicarbonsaurehalbestergruppierung. die insbesondere eine 
Bernsteinsaure-monotert.43utylester-Gruppe ist, entweder eine Dicarbonsaure- Oder eine Dicarbonsaureanhydridr- 
Gmppierung. d.h/ eine Bernsteinsaurer oder Bernstelnsaureanhydrid-Sfruklur. Beide Prozesse kSnnen saurekataly- - 
. siertdurchgefuhrtwerdenJndiesem Fail ist die thermischeAktivieruhgsba^^^ 

[0014] Die Dicarbonsaure-mddifizierten Polymeren sind in basischen waBrigeh EntwicWern sehr gut I6slich, die Anhy- ^ 

25 dridfunktionen dagegen wirken - im Vergleich zum Ausgangsmaterial - lOsungshemmend. Dies laBt sich chemisch fol- 
gendermaBen erWaren: Die Abspaltung der Reste R^ , beispielsweise in Form von Isobuten, fuhrt zur Dicarbonsaure- 
Struklureinheit. Dies geht mit einer deutlichen Hydrophobierung einher. diis bel der EntwicWung mit (basischen) waBri- 
gen.LosungsmitteIn ein positives Bild bewirkt. Die Cyclisierung zur Anhydridstruklur uriter Wasserabspaltung fuhrt zu 
einer PoIaritatsumkehrdesResistmaterials. Auf diese W^^ . 

30 Strukturen erzeugen. Durch einen wertereh Temperschritt bei hbhen terhperaturen/gpgebenenfsUls a^^ Kombina- 
tion mit einer Fiutbelibhtung, laSt sich der Anteil der Anhydridfunktionen im Resist erhOherl und dadurch eine weitere 
Funklionalisierung/beispielsweise mit aminofunktionellen Veibindungen^ 
[0015] Die Prdzessierung des Photolacks erfordert lediglich die in einer uW 
Die Beschichtung des Substr^ts mit dem Photolack.erfolgt durch Aufschleudern u 

35 einerTemperatur von. 100 bis 186^0/ typlschenweise 120^^^^^^ 

• Temperatur und Zeit werdeh bei diesem Trocknungsschritt in der Regel so geWahlt werden, daB das Basispolymer sich 
in seiner Zusammensetzung nicht verandert. Es kann aber bereits bei diesem Verfahrenskchritt eine thermische Zer- 
setzung des IVIaterials angestrebt werden. Dabei wird in def hydrolyisestabilen 1 ,2-Dicarbonskurehalbester-Vorstufe ein 

' gewOnschter Anhydridgehalt eingestellt 

40 [0016] Nach dem Trocknen erfolgt die Bestrahlung, insbesondere im tiefen UV, beispielsweise 248 nm, gegebenen- 
fallis aber auch bei 193 nm, oder mit Elektronenstrahlen. AnschlieBend wird die fQr die Tonalitat des Bildes maBgebliche 
thermische Behandlung (PEB) durchgefuhrt.. Die gewahlte PEB-Temperatur und die Zeitdauer entscheiden. ob mit 
waBrigen basischen EntwicWern positive oder neigative Bilder erhalten* werden. Bei niedrigen Temperatiiren. d.h. < 
140**C, und kurzen Zelten werden positive Bilder erhalten, dia die Generierung der zusatzlichen freien Carbonsaure- 

45. gruppen am Polymer eine LQslichkeitserhehurig bewirkt; Bei hohen PEB-Temperaturen. d.h. > IWC, und langen 
Reakiionszeiten werden negative Bilder erzeugt. Dies resultiert aus der Bildung zusatzlicher Anhydrklfunktionen.' Im 
Fade von negativen Bildern werden im Vergleich zu positiveh Bildern bei gleicher EntwicWerkbnzentratlon langer© Ent- 
■ ■ 'wicWungszeiten benfit^^ 

[0017] . Der Photolack nach der Erfihdung weist als strahlungsempfindliche Verbindung vorzugsweise eine ionische 
50 Oder nicht-iphische Verbindung auf. . Die ionische Verbindung ist vorteilhaft ein Oniumsalz, insbesondere ein lodonium- 

• od6r Sulfoniumsalz, bevorzu0 mit einem Sullonat-Anion. Die nicht-ionische Vierlpindung ist vorteilhaft ein Imldsulfon- 
saureester, es konnen beispielsweise aber auch Pyrogallolderivate eingesetzt werden. 

[0018] Die dem strahlungsempfindlichen Gemisch nach der Erf indung geget3enenfalls zugesetzten Additive konnen 
^ beispielsweise Farbstbiffe. FlieBmittel, Saurefanger. d.h. basische Verbindungeh, oder Stabilisatoren sein. 
55 [001 9] Polymere der vorstehend genannten Art sind Gegenstand der gleichzeitig eingereichten deutschen Patentan- ' 
meldung Nr. 1 98 1 8 448:8 - „Filmbildende Polymere", Bel dieseh Polymeren erganzen sich die Anteile an den Polymer- 
bausteinen (A) und (B) zu 100 Mol-%. Der Antejl der Polymeren am Baustein (A) betragt vorzugsweise 5 bis 50 IVrol-%. 
Der Rest R^ kann beispielsweise ein tert.-Butylrest -C{CH3)3. ein tert-Pentylrest -G(CH3)2-C2H5 oder ein 1-Adaman- . 



BEST AVAILABLE COPY 



EP 0 957 399 A2 



tylrest (-CioH'is) sein. Ein wesentliches Merkmal des Pblyrrierbausteins (B) ist im Qbrigen dessen metalllscher Bestand- 
teil/d h/das Vortiandensein von Sillcium Si bzw. 2nn Sn. 

[0020] Die Polymeren kOnnen - entsprechend den Struktureinheiten (1) bzw. (2) uhd (3) - ketten- bder sert^nstSndige 
1,2-Dicarbonsaurehaibester-Grupplerungen aufweisen. Ein Polymep aus den Bausteinen (A) und (B) mit kettenstandi- 
gen Grupf^'erungen kann beisplelsweise diirch Umsetzung eines Maleinsdureahhydrid^Copolymers mit>tert.-BLitanol 
hergestellt werden. Die 1,2-Dicarbonsaure-mono-tert-butylester-Gruppierungen kfinnen aber auch durch Homo- Oder 
Copoiymerisation von Fumarsdure: Oder Maleinsaure'rTK)nO'tert.-butylester in das Polymer eingefuhrt werden. 
[0021] Polymere mit seitenslfindigen 1,2-DlcarbonsaurehaIbester-Gruppierungen, d.h. mit Grupplerungen. die nicht 
: direkt an die Polymerhauptkette gebunden sihd, sonderri au3erhaib der Hauptkette liegen. kOnnen beisplelsweise 
durch Homopolymerisatidh von bzw. Copolymerisation.mit 1-Alkyl-2-(3-alkyienbernsteinsaureanhydricO und 
anschlieBende Umsetzung mit tert--Butanbl oder durch Homopofymerisation von 1-Alkyl-2-(3-aikylen-bernsteinsaure- 
mono^tert.-butylester)-ethylen erhalten werden. Im Falle der Struklurelnhert (3) sind die 1,2-Dicarbohsaurehalbester-/ 
Grupplerungen im Qbrigen uber einen Norbomylrest an die Polymerhauptkette ge 

[0022] Zur Herstellung der Polymeren werden im allgemeinen Monomere f Qr die Bausteine (A) mit eleklronenreicheh 
MonomerenlOr die Bausteine (B) copblymerisiert Durch die Copolymerisation warden einerseits hbhe Polymferaus- 
beuten errelcht, und andererseits kSnnen.auf diese Weise die physikalischen Eigenschaften der Polymeren eingestellt 
werden. So kann beisplelsweise ein bestimmter Si-Gehalt realislert werdisii. Die Polymeren kdnnen auch noch einen 
weiteren.thermisch stabilen Polymerbaustein (C) und/oder einen. Polyrrierbaustein (D) aufweiseni welcher reaktive * 
Gruppen besitil/.die eine Nachbehandiung des Pol^ 

[0023] Ein Photolack nach der Erfindung mit hoher Empfindlichkeit im tiefen UV, insbesondere 248 nm, kann bei- 
spielsweise durch LSsen eines Copolymers mit 50 Molr% 1 .2-Dicarbonsaure-mpno-terL-butylester-Gruppierungen und 
50 Mol-% Allyitrimethyisilan-GrujDpierungen zusammen mit TriphenylsulfoniunvtrifluormethansuKbnat (ats photoakbven 
SSurebildner) in Cycloheianoh erhalteh werden, 

[0024] Anhand von Au^hrungsbeispielen soli die Erflndung noch naher erldutert werden (GT s Gewichtsteile)! 
Beispiel 1 

Herstellung eines Polymers mit 1,2-Dicarbonsaure-mono-tert.-butylester-Gruppie^^ 

[0025] Eine LOsung von 50 GT eines alter nierend eh Qopolymers aus Malelnsaureanhydrid und Styrol in 50 GT trok- 
kenem Tetrahydrofuran wird bei Raumtemperatur uriter interisivem Riihren tropfenweise mit 250 GT efner 10 %igeh 
Ldsung (GT) von Kalium-tert.-butylat In trockenem Tetrahydrofuran versetzt Das Reaktionsgeniisch dann 30 min auf 
50°C erhitzt und danach auf Raumtemperatur abgekuhlt. Das entstandene Gel wird mit 25 GT EIsessig versetzt. Die 
dabei erhaltene Ware Lasung wird unter RQhren zu 1 000 GT Wasser getr'opft. der Niederschlag abfiltriert und dasfarb- 
los^ Pqlymerpulver anscKlieBerid bei 50**C fQr 24 Stunden im Vakuiim getrocknei . . 

Beispiel 2 • -• 

Herstellung eines Polymers mit 1.2-Dicarbonsaure-nionortert.-butylester-Gruppierunge^ 

[0026] 8 GTtert-Butyl-fumarat (Herstellung analog J. HeterocydicChem. Voi;32 (19^^ Seiten 1309 bis 1315) wer- 
den zusammen mit 5;7 GT Allyltrimethylsiian und 0.08 GT Azobisisobutyronitrll in 1 5 GT Ethylacetat geldst. Die L6sung 
wird 24 Stunden zum Sieden erhitzt und danach auf Raumtemperatur abgekOhlt Durch Eintropfen der Polyrrieriasung 
in Petrolether (Siedebereich 60 bis 80*^0). anschlieBeride nitration und Trocknungbei SO^'Cfur 24 Stunden im Vakuum 
werden 10 GT'farbloses Polymerpulver erhalten. 

: Beispiel 3 

Herstellung eihes hochempfindlicheri. Photolacks fQr Belichtung im tiefein UV . 

[0027] 7 GT des entsprechend Beispiel 2 hergestellten Polymers werden zusammen mit 1 GT Triphenylsulfonium- 
trifluormethansulfonat in 92 GT Cyclohexanon gelOst. Die erhaltene L6sung wird dann uber ein 0,2 ^m-Feinstf liter fll- • 
triert. Dabei erhait man ^ine gebrauchisfertige Losiing eines Photolacks fQr die Belichtung im tiefen UV, beisplelsweise 
bei 248 oder 193 nm. * 
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•BeispieU 

Herstellung efnes anhydridgruppenhaltigen Photolalcks au 

[0028] Durch Aufschleudern einer LOsung von 25 GT Novolak in 75 GT Propylenglykol-^^ 
3500 mln*^ und anschlieBendem Ausheizen bei 230**Cy30 min in eiiiem Umluftbfen erhait man eine 1 \im dicke Jichtab- 
sorbierende Schicht. Auf diese Schicht wird durch Aufschleudernder entsprechend Belspiel 3 herg^ellten Photolack- 
Idsung bei 4500 mln"^ und Troeknen bei 180*C/120 s auf einer Heizplatte eine 0,3 jim dicke lichtempfindliche, 
anhydridgmppenhaltige Photolackschicht aufgebracht. 

Belspiel 5 ' . 

Herstellung von arihydridgruppenhaltigen Positiv-Photolackstrukturen (Zweilagentechnil^ 

[0029] Durch Aufschleudern einer LOsung von 25 GT Novolak in 75 GT Propylenglytol-monomethyletheracetat bei 
3500 min'^ und anschlieBendem Ausheizen bei 230''C/30 min in einem Umlufldfen erhait man eine 1 jim dicke lichtab-. 
sorbierende Schicht. Auf diese Schicht wifd durch Aufschleudern der entsprechend Beispiei 3 hergestellten Photolack- 
iosung be! 4500 miri:^ und Troeknen bei .100PC/60.S auf einer. Heizplatte eine 0,3 |im drcke lichtempfindliche 
Photolackschicht aufgebracht Auf diese Schicht wird cianri mlttels eines 248 nm-Projektionsbelichtungsgerates mit 
einer Dosis von 20 mJ/cm^ das Bild einer Maske prpjiziert, welche Steg/Grjaben-Strukluren im Raster yon 0.5 |im ent- 
halt. AhschiieSerid erfblgt eine Temperuhg aiif der Heizplatte bei 130*C/60 s. Die Schicht wird.dann mit einem 0.01 N 
Tetramethylammdrliumhydroxicl-Entwickler 60 s im Puddleverfahren. eritwickelt und anschlieBerid bei ii90**C/120 s aiif 
der Heizplatte gelempert (Anhydridbildung). Es werden 6.3 pm hohe Steg/(3raben-Strukturen im Raiter von 0,5 ^m. 
erhalten. • . - . ■ ■ . . • • • 

BeispielB .. .... 

Herstellung von anhydridgruppenhaltigen Negativ-PhotolackstruWuren (Zweila 

[0030] Durch Aufschleudern einer LOsung von 25 GT Novolak in 75 GT Propylenglykol-nionomethylettieracetat be\ 
3500 m\n^ und anschllef3ehdem Ausheizen bei 230^C/30 min in eihem Umluflofen erh&lt man eine 1 ^m dicke lichtab- 
sorbierende Schicht. Auf diese Schicht wird durch Aufschleudern der entsprechend Beispiei 3 hergestellten Photolack- 
losung bei 4500 min"'' und Troeknen bei lOO'^G/eo s auf einer Heizplatte eine 0,3 ^rri dicke' lichteftipfindlidhe^ 
Photolackschicht aufgebracht. Auf diese Schicht wird dann mittels eines 248 nnfi^Projeklionsbelichtuhgsgerates mit 
einer Dosis- von 20 mJ/cm^ das Bild einer Maske projiziert, welche Steg/Graben-Strukluren im Raster von 0,5 pm ent- 
hait. AnschlieBend erfolgt eine Tenriperung auf der Heizplatte bei 1 70'C/60 s (Anhydridbildung Im Helifeld). Die Schicht 
wird dann mit einem 0.26 N Tetramethylammpniumhydroxid-EntwIcWer 60 s irri Puddleverfahren entwickelt. Es werden 

0. 3 ixm hohe Steg/GrabeinTStruklurenim Raster von 0,5 , . 

. 'Beispiei 7. . V . * . . * 

Herstellung silylierter, trockenentwickelter Strukturen (Zweilagente 

[0031] Enitsprechend Beispiei 5 bzw. 6 erzeugte Photolackstrukturen .warden mit einer 21,5 %lgen Ldsung (GT) von 
Bisamino-oligodinfiethylslJoxan in einem Gemisch aus 1 GT Wasser und 5 QT.Isopropanol wahrend 60 s im Puddlever- 
fahren silyliert und bei 100**C/60 s auf einer Heizplatte getrocknet. Die silylierten StruWuren werden dann in einer Plas- 
maatzanlage mittels eines anisotropen Sauerstoffplasmas in die darunter befindliche lichtabsorbierende Schicht . 
ubertragen. Es werden 0.3 ^m hohe Steg/Graben-StruKturen mit ^eilen Flanken im Raster von 0,5nm erhalten. 

Patentanspruche 

1. Strahlungsempfindiiches Gemisch, das folgende Komporienten enM^ 

ein filmbildendes Polymer, das einen saurelabilen, hydrolysestabilen Polymerbaustejn (A) folgender Struklur: 
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— (CH2-CH-^- 



(1) 




mit einem Anteil yon 1 bis 99 Mol-% und eihen thermisch stabilen Poiymerbausteih (B) folgender Struktur: 



-^CH2-CH-)— 
(CH2)n 



R4 



; r5; 

^ G^O 



NcH2)n 
R2— i— R3 



R4 



(4 ) . . . Oder 



:5) . 



mit einem Anteil von^9 bis 1 Mol-% aufweist, 
wobei fplgendes gilt: . 

n = 0, 1,2oder.3, 

ist ein uber ein tertiSres C-Atom an das C-Atom gebundener Kohlenwasserstoffrest mit insgesamt 4 bis 
10 CyAtomen Oder ein 2-Tetrahydrofuranyl- Oder 2-Tetrahydrbpyrahylre^^ 

und R* sind - unabh&igig voneinander - C^^ bis Ce^Alkyl oder Cy bis Ce-Alkoxy, Ce- bis Cis-Aryl 
Oder CgT bis Ci8-Aryloxy oder Aralkyl.mit einer Ce- bis Gis-Arylgruppe iind einem .CV- bis C4-Alkylenr.est. 
R^ ist H Oder Ci- bis Ce-AlkyI, ' . 

X ist Si Oder Sn, . " 

YistOoderNH; 

- eine bei Bestrahlurig iBine satire freisetzende sfrahlungsenpfi^^^ 
ein LOsemittel; . ' 

- gegebenenfalls Additive. 

Strahlungsempfindliches Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet.daB die strahlungs^mpfindliche 
Verbindung eine ionische Verbindung, insbesondere.ein.Oniumsalz, oder eine nicht-ionische Verbindung. ins- 
besondere ein Imidsulfonsaureester. ist. 



Verwendung des strahlungsempf indlichen Gemisches nach Anspruch 1 oder 2 zur Hersteliung von positiven oder 
negativen Reliefstrukturen. 
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